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 要  旨  
 
現在、LCD,PDPといったさまざまなタイプのフラットパネルディスプレーが製品化されて
いる。しかし、彩度 ,輝度 ,応答速度などはCRTには及ばない。このため、CRTと同じ発光
原理であり一画素につき一つの電子源を配置する新しい方式のディスプレーが考えられ
ている。電界により電子を放出するフィールドエミッタ(電界電子放出源)は熱を持たないた
め微小化やアレイ化が簡単であり、この電子源を用いたディスプレーをFED(フィールドエ
ミッションディスプレー)と呼ぶ。 
マイクロ波プラズマCVD法を用いて作製したダイヤモンド薄膜は、その特性からフィー
ルドエミッタへの応用が期待されている。本研究では、エミッション特性に最適な堆積条件
を見つけ出すとともに、エミッションメカニズムの解明を目指した。また、特定の堆積条件
下において、Si基板上に円錐状構造物が自己形成されることがわかった。この円錐状構
造物の形成メカニズムを解明するため、構造の観察や化学結合状態の分析を行った。ま
たエミッション特性を調べ、フィールドエミッタとしての可能性を探った。 
 
本研究で得られた結果をまとめると、以下のようになる。 
ダイヤモンド薄膜  
○ 最適な堆積条件は、バイアス電圧-100V，基板位置-4mm，マイクロ波電力 450W，メ
タン流量比 20%～30%，堆積時間 10min であった 
○ 閾値電界は 1.7V/µm、1mA のエミッション電流が得られる電界は 3.4V/µm であった
これは、従来の特性と比較して、閾値電界が半分になり高い電流密度が得られた 
○ 表面の薄いグラファイト層により仕事関数が低下し、エミッションが起こると考えられる 
○ エミッション電流の初期減少が見られたが、その後一定となり８時間以上安定していた 
円錐状構造物  
○ 触媒を用いることなく、非常に形状の整った円錐が自己形成される 
○ FT-IR および XPS により、円錐は SiC が炭素系物質で被われた構造と思われる 
○ 形成メカニズムは、堆積とエッチングの平衡状態よりある程度の推測できた 
○ 円錐からのエミッションが観測でき、フィールドエミッタへの応用が期待できる 
 
今後の課題として、ダイヤモンド薄膜のエミッション特性はさらなる向上と、選択成長など
によるパターニングが必要である。円錐状構造物は、さらに詳しい構造解析による形成メ
カニズムの解明が望まれる。 
 
